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peperiksaan ini.
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Bahasa Malaysia.
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rQK LO5/3

(a) Apakah Yang dimaksudkan

sesuatu transistor itu

kawasan

(i) aktif
(ii) tePu

(iii) Penggalan
(20 markah)

(b) Lukis litar setara a't' untuk penguat yang

ditunjukdalamrajah]"dankemudiantentukan
t.itik-titik sepi kedua-dua transistor Ql dan Q2'

Diberi $ = 100 untuk kedua-duanYa'

(4o markah)

apabila kita mengatakan

beroperasi dalam kawasan-

\4 t-'l
Pr = Fr= loo
.si.

RAJAH 1
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rQK ta5/3

(c) Dengan berpandukan kepada ciri-ciri output bagi

transistor dalam rajah 2 tentukan nilai-nilai untuk

R1, R2 dan Rc supaya transistor tersebut

beroperasi daLam kawasan aktif.
(40 narkah)

IgGA)
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RAJAH 2

(a)2. Lukis litar setara

rajah 3.

Kirakan

(i) gandaan voltan, \ = VolVl

(ii) gandaan arus, Ai = io/i1

(iii) imPedans inPut, ZLn

(iv) impedans outPut', Zo

(v) gandaan kuasa, An

..:.
-f,b'r

a.u. untuk penguat dalam

Vsc -- ?AV

=$OuA

=2o vA

5 t5 n lc; 1v)

(6O markah)
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rQK LO5/3

h{.= P = loo

fce-= {O K.n-

(b)2.

RAJAH 3

Tentukan parameter-h (hrr, hLz, h2L, hzz) untuk

litar dalam rajah 4. (Kekunci: guna kaedah

Thevenin) .

(40 narkah)

T1

ttt-

RAJAH 4
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3. (a) Untuk

tentukan

Av, 9me,

Iitar penguat

titik operasi

rO1, fO2, rin

rQK 105/3

JFET dalam rajah 5

Vcse, IDe, VDe. Cari juga

(55 narkah)

L

Gz

6v
6mA

vP= -
Vi

3.

RAJAH 5

(b) Sebuah litar penguat JFET seperti dalam rajah 6

di bawah hendak direkabentukkan supaya mempunyai

ciri-ciri berikut:
A =-g

r =1M

fa hendaklah dipincangkan supaya VCS' : t/Z Vp

dan VO = t/Z VpO. Kirakan nilai-nilai RS1, RSZ,

RD.

(KeKunci: RSt + RSZ dan RD didapati dari
pertimbangan operasi a.t. ) .

4ss=

Gl

€.u,
q

6S',

(45 narkah)



rQK LO5l3

vP= -+v
foss= t> mA

abaibaa Q

4.

RAJAH 6

(a) Sebuah litar Penguat

ditunjuk dalan rajah

(i) Av

(ii) ri
' (iii) ro

(Kekunci: Anda nesti

terlebih dahulu).

v - i23V

6( R6

cc

R6. 17o.'t

MOSFET rneningkat/menurun

7. Cari

mencari titik-Q dan 9ne

(45 narkah)

VD VP = -3v
5ss=6^A

vl

RAJAH 7



4. (b) Rajah

Cari :

(i)
(ii)
( iii)
( iv)

rQK LO5l3

I menunjukkan sebuah penguat dua peringkat.

rin
fo

vo

gandaan keseluruhan, A1,q

5.

A'bcrr' : F, -- Fr= /oO ,' aSor'toa Qa

€-,=t8a- jOr= 8.n-
RAJAH 8

(55 narkah)

(a) Dalam rajah 9 cari :

(i) f"" disebabkan oleh CCl, Ccz, dan C""

(ii) Awmb

(iii) AV pada frekuensi yang tertinggi di
antara ketiga-tiga dalam (i).

(iv) fU" untuk bahagian input disebabkan oleh

:"::";'::: H" ",: :':"' : i"""". 

: 
:'"": i::

(antara tapak ke buni).
(Catatan: flC = frekuensi potong rendahi fUC =

frekuensi potong tinggi; AvnrU = gandaan voltan pada

julat tengah)

+ltv

.T#
txlq

.-?,{

(50 markah)
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rQK ]-o5/3

p=loO
sd,

RAJAH 9

(b) Spesifikasi berikut diberi untuk transistor 2N4234'.

PD (Pada TA = 25oc) ialah 1 w.

Kadar rderatet diatas 25oC ialah 5'7 mW/oc.

Suhu operasi rnaksima T; (nak) j'alah 2oooc

Rintangan terrna oJc : zgoclw-

Carikan:

(i) 0ca (rintangan terma dari penutup (casing)

ke ambien).

(ii) Po pada Tc = 25oc

(iii) Pp Pada Tc = Loooc

(iv) Jika kuasa yang dilesap sebenarnya ialah

o.?w pada TA = 35ocr apakah T1? Adakah ia

melebihi Ti (mal<) ?

[Tatatanda: Tj = suhu pada sirnpang (iunction)

Tc = suhu Pada tutuP (case)

TA = Suhu Pada ambient

hc = rintangan terma dari slmpang

ke penutuP (casing) l.

5.

+ag^V

?2

(50 narkah)
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rQr( 105/ 3

(a) Terbitkan persamaan-persamaan untuk Vo dan Rc bagi
kedua-dua litar dalam rajah tO dibawah dengan
pertimbangan penguat kendalian unggul.

(5O narkah)

{,

vii
q

(b)

RAJAH 10

untuk litar dalam rajah 11.6. Cari- vo

o.ru qts
-t

IJ
=

loK

(50 markah)

3.q r(

,..'K

/. oK q

r.ovlf

l lo t't-

1,2-R

l,zK

a'+K

l.zr

RAJAH
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rQK LO5l3

(a)Untu}<sebuahRektifierTerkawalsilikon(scR)
terangkan secara ringkas:

(i) Struktur fisikalnYa

(ii) Bagaimana operasinYa

(iii) Ciri-cirinYa
(iv) Bagaimana ia digunakan untuk mengawal

sudut pengaliran (conduction angle) bagi

suatu penbekal voltan a'u' ke beban'

(50 markah)

Dalam rajah 12 diberi satu litar UJT

(Unijunction transistor;Transistor Ekasinpang)'

Kirakan:

(i) vp (voltan pada E untuk menghidupkan UJT) '

(ii) nilai rintangan dalaman, rB1 dan r", untuk

UJT tersebut.

(iii)AdakahUJTitudalaurlitarituaktif(|oN|)?
(iv)JikaV""diubatrkeSVapakahUJTituaktif

('ON') atau pasif ( 'OFFt )?

(50 narkah)

(b)

U3e = liv

l= 0'6

Ge= .tK
Vo = o.5V

(uoltvr Surr*
ldt dfod )

ITAJAH L2
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